Ein widerspenstiger Hoffnungstrager

Sachsen investiert in die Forschung an einem neuen Halbleiterwerkstoff. Der verspricht einzigartige
Eigenschaften fiir elektronische Bauelemente. Aber er lasst sich nur schwer handhaben.
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lanz soll es nach Sachsen brin-

gen, das Halbleitermaterial
Galliumnitrid. Glanz, so lautet zu-
mindest der Name eines Projekts,
mit dem der zukunftstrichtige
Werkstoff in den kommenden Jah-
ren fiir die breite Anwendung in
der Mikro- und Nanoelektronik
tauglich gemacht wird. Stichwort:
Mit moglichst kleinem Akku grof3e
Leistungen tiberall mobil zu haben.
Denn der allgegenwartige Grund-
stoff Silizium stoRt da an uniber-
windbare Grenzen.

,~Auch wenn es schwierig ist — wir
werden an diesem Werkstoff nicht
vorbeikommen®, sagt Berndt Wei-
nert, Entwicklungschef der Freiber-
ger Compound Materials GmbH
(FCM). ,,Galliumnitrid hat herausra-
gende Eigenschaften, die in dieser
Kombination von keinem anderen
Material ibertroffen werden®, be-
stitigt auch Thomas Mikolajick,

wissenschaftlicher Direktor des
Namlab, eines An-Instituts der TU
Dresden. Was fiir die Nanoelektro-
nik besonders interessant ist: ,,Wir
werden aus diesem Material in der
Zukunft Leistungsbauelemente fer-
tigen konnen, die bei hoheren
Spannungen und hoheren Stromen
niedrigere Verluste versprechen.”
Notig ist das zwar fiir vielleicht
weniger als ein Prozent der insge-
samt in einem System bendtigten
Bauelemente — dafiir aber an ent-
scheidender Stelle. Mehr Leistung
bei weniger Energieverbrauch —das
ist etwas, auf das unter anderem
die Entwickler von Elektrofahrzeu-
gen gespannt sein dirften. Lassen
sich die Steuerelemente energie-
sparender schalten, haben letztlich
die Batterien einen lingeren Atem.
»Auch fir das Handy koénnte das
zum Beispiel ein Thema werden®,
sagt Alexander Ruf vom Namlab.
Schon seit sieben Jahren betreibt
FCM Grundlagenforschung an dem

neuen Material. ,Jetzt kommt kriti-
sche Masse in das Thema“, schitzt
Geschéftsfithrer Stefan Schneide-
wind ein. Gemeinsam mit dem
Dresdner Namlab wollen die Frei-
berger nun Verfahren entwickeln,
um die herausragenden Eigen-
schaften von Galliumnitrid in Elek-
tronik-Bauelemente zu verwandeln
- zuvertretbaren Kosten.

Denn da tiirmen sich vor den Ent-
wicklern noch einige Hiirden auf.
So gelingt es derzeit nur schwer,
aus Galliumnitrid groRe Einkristal-
le fiir hochwertige Wafer zu ferti-
gen. Beginnen werden die Forscher
deshalb zunichst bei kleinen Schei-
ben, um sie Schritt fiir Schritt zu
vergrofiern.

,Galliumnitrid ist ein Werkstoff,
der aus der Gasphase oder unter
Hochstdruckbedingungen  abge-
schieden werden muss“, erliutert
Berndt Weinert. Das Problem: ,Bei
keinem anderen Halbleiterwerk-
stoff ist die Verkniipfung von Kris-

tall und Bauelement so eng wie bei
Galliumnitrid. Wir brauchen eine
extrem gute Kristallqualitét.”

»Gezielt miissen Fremdatome in
das Galliumnitrid eingebracht wer-
den, um seine elektronischen Ei-
genschaften zu verdndern®, erklart
Alexander Ruf. ,In der Silizium-
technologie ist das heute kein The-
ma mehr. Bei Galliumnitrid stehen
wir da ganz am Anfang einer neuen
Technologiegeneration.”

Fir den Start zog Sachsens Wis-
senschaftsministerin Sabine von
Schorlemer gestern sogar selbst
den Schutzanzug tiber, um den For-
derbescheid fiir das ,,Glanz“-Projekt
im Namlab-Reinraum zu tberge-
ben. Mit den 1,9 Millionen Euro
koénnen die Forscher nun unter an-
derem in Freiberg eine Anlage auf:
stellen, in der die Galliumnitrid-
Kristalle wachsen sollen. Damit, so
hoffen sie, werden sie dann an die -
bislang nur theoretisch moglichen
— Grenzwerte herankommen.



